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硅基 MEMS制造技术
微键合区剪切和拉压强度检测方法

1 范围

本标准规定了硅基 MEMS加工过程中所涉及的微小键合区域键合强度检测的要求和试验方法。
本标准适用于采用微电子工艺及相关微细加工技术制造的微小键合区的剪切和拉压强度测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26111—2010 微机电系统(MEMS)技术 术语和定义

GB/T19022—2003 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

3 术语和定义

GB/T26111—2010和GB/T19022—2003界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
体微加工工艺 bulkmicromachining
通过选择性去除部分基底材料实现微结构的微机械加工方法。
注:体微机械工艺是通过化学方法刻蚀去除基底不需要部分的加工方法。通过使用SiO2 或Si3N4 掩模可以保护表

面不被刻蚀。硼掺杂层也可以停止表面层以下部分的刻蚀。

[GB/T26111—2010,定义3.5.16]

3.2
干法刻蚀 dryetching
利用可产生物理和/或化学反应的气体或等离子体进行刻蚀的技术。
注:电子能量所产生的可反应气体与衬底反应并移除材料,形成所需的形状或尺寸。干法刻蚀可分为利用化学反

应的各向同性腐蚀(等离子刻蚀)和利用物理反应的直接刻蚀(离子刻蚀)。

[GB/T26111—2010,定义3.5.18]

3.3
湿法刻蚀 wetetching
利用与待刻材料可产生化学反应的溶液对薄膜或器件结构进行腐蚀的技术。
注:在进行湿法刻蚀时,将不需要腐蚀的一部分掩模,暴露其余的部分,然后将材料浸入反应溶液中。可分为各向

同性刻蚀和各向异性刻蚀。

[GB/T26111—2010,定义3.5.17]

3.4
各向同性刻蚀 isotropicetching
刻蚀速度不随晶向或能量束方向改变的腐蚀过程。
[GB/T26111—2010,定义3.5.19]
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